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(54)【発明の名称】 ＥＬ素子の駆動回路およびＥＬ表示装置

(57)【要約】
【課題】  低電源電圧駆動時でも、ＥＬ素子に対する昇
圧能力を向上させる。
【解決手段】  昇圧回路４０により電源電圧Ｖｃｃから
昇圧された昇圧信号に基づいてＥＬ素子を駆動する回路
であって、昇圧回路は、一端に電源電圧が供給される昇
圧コイル３と、昇圧コイルの他端にアノードが接続さ
れ、カソードから昇圧信号を出力するダイオード４と、
ドレイン電極が昇圧コイルの他端に接続され、ソース電
極が所定の電位に接続され、ゲート電極がパルス信号を
受ける昇圧用ＭＯＳＦＥＴ５と、昇圧コイルと共通のコ
アに巻かれ、昇圧用ＭＯＳＦＥＴのゲート電極に誘起電
圧を供給するための補助巻線１３とを含む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  昇圧回路により電源電圧から昇圧された
昇圧信号に基づいてＥＬ素子を駆動する回路であって、
前記昇圧回路は、
一端に前記電源電圧が供給される昇圧コイルと、
前記昇圧コイルの他端にアノードが接続され、カソード
から前記昇圧信号を出力するダイオードと、
ドレイン電極が前記昇圧コイルの他端に接続され、ソー
ス電極が所定の電位に接続され、ゲート電極がパルス信
号を受ける昇圧用ＭＯＳＦＥＴと、
前記昇圧コイルと共通のコアに巻かれ、前記昇圧用ＭＯ
ＳＦＥＴのゲート電極に誘起電圧を供給するための補助
巻線とを含むことを特徴とするＥＬ素子の駆動回路。
【請求項２】  一定の周波数のパルス信号を発生する発
振回路と、
前記パルス信号の周波数を分周する分周回路と、
前記発振回路からのパルス信号に応じて、第１の電源電
圧を昇圧して昇圧信号を生成する昇圧回路と、
前記昇圧回路からの昇圧信号を受けて、前記分周回路で
分周されたパルス信号の周波数で、第１の出力信号と、
前記第１の出力信号とは極性が反転した第２の出力信号
とを交互に出力するスイッチング回路と、
前記スイッチング回路から前記第１および第２の出力信
号が供給されるＥＬ素子とを備え、
前記昇圧回路は、
一端に前記第１の電源電圧が供給される昇圧コイルと、
前記昇圧コイルの他端にアノードが接続され、カソード
から前記昇圧信号を前記スイッチング回路に供給するダ
イオードと、
ドレイン電極が前記昇圧コイルの他端に接続され、ソー
ス電極が所定の電位に接続された昇圧用ＭＯＳＦＥＴ
と、
前記昇圧コイルと共通のコアに巻かれた補助巻線と、
前記第１の電源電圧とともに、前記補助巻線に誘起され
た電圧が第２の電源電圧として供給され、前記発振回路
からのパルス信号を受けて、前記昇圧用ＭＯＳＦＥＴの
ゲート電極を駆動するゲート駆動回路とを含むことを特
徴とするＥＬ表示装置。
【請求項３】  前記昇圧回路は、前記補助巻線に誘起さ
れた電圧を整流して前記ゲート駆動回路に前記第２の電
源電圧として供給する整流回路を含むことを特徴とする
請求項２記載のＥＬ表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、エレクトロルミネ
ッセンス（以下、ＥＬと略記する）素子の駆動回路およ
び該駆動回路を用いたＥＬ表示装置に関し、特に昇圧コ
イルと半導体集積回路装置とを組み合わせたＥＬ表示装
置に関する。
【０００２】
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【従来の技術】近年、携帯電話や携帯情報端末の液晶表
示装置のバックライトとして、また腕時計の文字盤とし
てＥＬ素子を用いたＥＬ表示装置が用いらている。
【０００３】以下、従来のＥＬ表示装置を図面に基づい
て説明する。図３は、従来のＥＬ駆動回路を用いたＥＬ
表示装置の構成を示す回路ブロック図である。図３にお
いて、５１は表示板を発光させるＥＬ素子、５２は直流
電圧源、５３は直流電圧源５２からの電源電圧を昇圧し
てＥＬ素子５１に印加する印加電圧を生成する昇圧コイ
ル、５４は昇圧コイル５３に対して逆方向の電圧が印加
されるのを阻止するためのダイオードである。
【０００４】半導体基板上に集積化される領域１００に
おいて、５５はソース電極が接地されたＮチャネル型の
昇圧用ＭＯＳＦＥＴ、５６は昇圧用ＭＯＳＦＥＴ５５の
スイッチング周波数を決める発振回路、５７は、ＥＬ素
子５１に対する印加電圧の極性を反転させて交流信号を
生成する際の該交流信号の周波数を決める分周回路、５
８は発振回路５６からのパルス信号を受けて、昇圧用Ｍ
ＯＳＦＥＴ５５のゲート電極を駆動するインバータ、６
０はＥＬ素子５１に対する印加電圧の極性を反転させて
交流信号を生成するスイッチング回路である。
【０００５】以下、このように構成されたＥＬ表示装置
の動作について説明する。
【０００６】図３に示すように、昇圧用ＭＯＳＦＥＴ５
５のゲート電極に印加されるゲート電圧の周波数は発振
回路５６により決定される。昇圧用ＭＯＳＦＥＴ５５の
ゲート電極にかかる電圧はインバータ５８の出力電圧
（ここでは、直流電圧源５２の電圧Ｖ５２）となる。
【０００７】昇圧用ＭＯＳＦＥＴ５５のゲート電極にＨ
ｉｇｈ信号が印加されると、昇圧用ＭＯＳＦＥＴ５５は
オンして電流が流れ、昇圧コイル５３にはエネルギーが
蓄えられる。昇圧用ＭＯＳＦＥＴ５５がオフした瞬間
に、昇圧コイル５３は両端に逆起電力を発生させようと
するため、ダイオード５４のカソード端子側の電位が、
逆起電圧より低ければエネルギーはカソード側へ伝えら
れ、これが昇圧電圧としてスイッチング回路６０に供給
され、スイッチング回路６０が、分周回路５７で設定さ
れた周波数で、ＥＬ素子１に極性反転する昇圧電圧を印
加する。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、昇圧用
ＭＯＳＦＥＴ５５の特性上、ゲート電圧が低いとオン抵
抗が高くなり、流れる電流値が少なくなる。したがっ
て、昇圧コイル５３に蓄えられるエネルギーも小さくな
り、昇圧能力も悪くなるため、昇圧後の電圧レベルは低
くなる。
【０００９】また、大きなＥＬパネルを駆動する場合
は、昇圧コイル５３として内部抵抗の小さいものを用い
るため、特に、昇圧コイル５３に対する昇圧用ＭＯＳＦ
ＥＴの電流駆動能力の低さが目立ってくる。
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【００１０】本発明は、かかる従来の問題点に鑑みてな
されたものであり、その目的は、低電源電圧駆動時でも
昇圧用ＭＯＳＦＥＴのオン抵抗を下げ、電流値を増大さ
せて、昇圧能力を向上させたＥＬ素子の駆動回路および
ＥＬ表示装置を提供することにある。
【００１１】
【課題を解決するための手段】前記の目的を達成するた
め、本発明に係るＥＬ素子の駆動回路は、昇圧回路によ
り電源電圧から昇圧された昇圧信号に基づいてＥＬ素子
を駆動する回路であって、昇圧回路は、一端に電源電圧
が供給される昇圧コイルと、昇圧コイルの他端にアノー
ドが接続され、カソードから昇圧信号を出力するダイオ
ードと、ドレイン電極が昇圧コイルの他端に接続され、
ソース電極が所定の電位に接続され、ゲート電極がパル
ス信号を受ける昇圧用ＭＯＳＦＥＴと、昇圧コイルと共
通のコアに巻かれ、昇圧用ＭＯＳＦＥＴのゲート電極に
誘起電圧を供給するための補助巻線とを含むことを特徴
とする。
【００１２】前記の目的を達成するため、本発明に係る
ＥＬ表示装置は、一定の周波数のパルス信号を発生する
発振回路と、パルス信号の周波数を分周する分周回路
と、発振回路からのパルス信号に応じて、第１の電源電
圧を昇圧して昇圧信号を生成する昇圧回路と、昇圧回路
からの昇圧信号を受けて、分周回路で分周されたパルス
信号の周波数で、第１の出力信号と、第１の出力信号と
は極性が反転した第２の出力信号とを交互に出力するス
イッチング回路と、スイッチング回路から第１および第
２の出力信号が供給されるＥＬ素子とを備え、昇圧回路
は、一端に前記第１の電源電圧が供給される昇圧コイル
と、昇圧コイルの他端にアノードが接続され、カソード
から昇圧信号をスイッチング回路に供給するダイオード
と、ドレイン電極が昇圧コイルの他端に接続され、ソー
ス電極が所定の電位に接続された昇圧用ＭＯＳＦＥＴ
と、前記昇圧コイルと共通のコアに巻かれた補助巻線
と、第１の電源電圧とともに、補助巻線に誘起された電
圧が第２の電源電圧として供給され、発振回路からのパ
ルス信号を受けて、昇圧用ＭＯＳＦＥＴのゲート電極を
駆動するゲート駆動回路とを含むことを特徴とする。
【００１３】この場合、昇圧回路は、補助巻線に誘起さ
れた電圧を整流してゲート駆動回路に第２の電源電圧と
して供給する整流回路を含む。
【００１４】上記の構成によれば、昇圧コイルと共通の
コアに補助巻線を巻き、昇圧用ＭＯＳＦＥＴのオン／オ
フによって、昇圧コイルだけでなく補助巻線側にもエネ
ルギーを伝達させ、そのエネルギーを整流回路のキャパ
シタに蓄え、キャパシタの両端に発生した電圧を昇圧用
ＭＯＳＦＥＴのゲート駆動回路の電源電圧（第２の電源
電圧）として用いる。
【００１５】これによって、昇圧用ＭＯＳＦＥＴのゲー
ト電圧を上げることで、オン抵抗を下げて、昇圧用ＭＯ
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ＳＦＥＴの電流能力を上げて、昇圧能力を向上させるこ
とができる。
【００１６】
【発明の実施の形態】以下、本発明の好適な実施の形態
について、図面を参照しながら説明する。
【００１７】図１は、本発明の一実施形態によるＥＬ表
示装置の構成を示す回路ブロック図である。
【００１８】図１において、１は表示板を発光させるＥ
Ｌ素子、２は直流電圧源、３は直流電圧源２からの電源
電圧Ｖｃｃを昇圧してＥＬ素子１に印加する印加電圧を
生成する昇圧コイル、４は昇圧コイル３に対して逆方向
の電圧が印加されるのを阻止するためのダイオードであ
る。
【００１９】また、１３は補助巻線であり、昇圧コイル
３と共通のコアに巻かれている。磁気結合の向きは、昇
圧用ＭＯＳＦＥＴ５がオフした瞬間にＤ点の電位が跳ね
上がるが、このときに、Ａ点の電位が上昇するように設
定される。
【００２０】半導体基板上に集積化される領域５０にお
いて、５はソース電極が接地されたＮチャネル型の昇圧
用ＭＯＳＦＥＴ、６は昇圧用ＭＯＳＦＥＴ５のスイッチ
ング周波数を決める発振回路、７は、ＥＬ素子１に対す
る印加電圧の極性を反転させて交流信号を生成する際の
該交流信号の周波数を決める分周回路である。
【００２１】また、８はインバータ（ゲート駆動回路）
であり、直流電圧源２から逆流防止用ダイオード１５を
介した電源電圧（第１の電源電圧）と、補助巻線１３に
誘起された電圧をダイオード１４およびキャパシタ１６
からなる整流回路により整流した電源電圧（第２の電源
電圧）とが供給され、発振回路６からのパルス信号を受
けて、昇圧用ＭＯＳＦＥＴ５５のゲート電極を駆動す
る。１０は、分周回路７からのパルス信号に応じて、Ｅ
Ｌ素子１に対する印加電圧の極性を反転させて交流信号
を生成するスイッチング回路である。
【００２２】なお、昇圧コイル３、ダイオード４、昇圧
用ＭＯＳＦＥＴ５、インバータ８、補助巻線１３、ダイ
オード１４、１５、およびキャパシタ１６で昇圧回路４
０が構成される。
【００２３】以下、このように構成されたＥＬ表示装置
の動作について説明する。
【００２４】図１に示すように、昇圧用ＭＯＳＦＥＴ５
のゲート電極に印加されるゲート電圧の周波数は発振回
路６により決定される。発振回路６と昇圧用ＭＯＳＦＥ
Ｔ５は、インバータ８を介して接続されており、ゲート
電極にかかる電圧はインバータ８の出力電圧となる。
【００２５】昇圧用ＭＯＳＦＥＴ５のゲート電極にイン
バータ８からＨｉｇｈ信号が印加されると、昇圧用ＭＯ
ＳＦＥＴ５はオンして電流が流れ、昇圧コイル３にはエ
ネルギーが蓄えられる。昇圧用ＭＯＳＦＥＴ５がオフし
た瞬間に、昇圧コイル３は両端に逆起電力を発生させよ
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うとするため、ダイオード４のアノード端子側（Ｄ点）
の電位が上昇しようとする。ダイオード４のカソード端
子側（Ｅ点）の電位が、逆起電圧より低ければエネルギ
ーはカソード側へ伝えられ、これが昇圧電圧としてスイ
ッチング回路１０に供給され、スイッチング回路１０に
より、ＥＬ素子１の一方の端子（例えば、Ｘ端子）が昇
圧され、他方の端子（例えば、Ｙ端子）は接地電位にな
る。
【００２６】スイッチング回路１０には、発振回路６か
ら出力されるパルス信号の周波数を分周回路７で分周し
た周波数のパルス信号が入力されており、分周回路７の
分周比は１：８～１：２５６程度に設定される。すなわ
ち、発振回路６からのパルス信号が８周期～２５６周期
の間、ＥＬ素子１の一方の端子が昇圧されることにな
る。
【００２７】また、このとき、補助巻線１３は昇圧コイ
ル３と共通のコアに巻かれているため、昇圧用ＭＯＳＦ
ＥＴ５がオフした瞬間にＡ点の電位も上昇する。ここ
で、Ｂ点の電位は、直流電圧源２の電源電圧Ｖｃｃであ
り、よってＣ点の電位は、Ｂ点の電位Ｖｃｃからダイオ
ード１５の順方向電圧だけ降下した一定の電圧であるが
（例えば、０．９Ｖ～６Ｖ）、上昇したＡ点の電位が
「Ｃ点の電位＋ダイオード１４の順方向電圧」に比べて
高ければ、Ａ点からＣ点にエネルギーが伝達され、キャ
パシタ１６が充電される。
【００２８】Ｃ点の電位は、昇圧用ＭＯＳＦＥＴ５がオ
フである期間に昇圧され、次にオンするときには、その
ゲート電極にインバータ８を介して昇圧されたより高い
電圧が印加される。したがって、昇圧用ＭＯＳＦＥＴ５
はより多くの電流を流すことができる。
【００２９】図２に、昇圧用ＭＯＳＦＥＴ５の特性（電
流Ｉｄｓ－電圧特性Ｖｄｓ）におけるゲート電圧Ｖｇｓ
に対する昇圧用コイル３の負荷直線の動作点を示す。な
お、図２において、ｒ３は昇圧コイル３の内部抵抗を示
す。図２に示すように、昇圧用ＭＯＳＦＥＴ５のゲート
電圧Ｖｇｓを１Ｖ、３Ｖ、５Ｖと高くなることにより、
動作点が矢印方向に遷移し、昇圧コイル３に流すことの

6
できる電流がＩＬ１、ＩＬ３、ＩＬ５と多くなっている
のが分かる。
【００３０】このように、昇圧用ＭＯＳＦＥＴ５のゲー
ト電圧を昇圧するための昇圧手段を別に設けることによ
り、昇圧用ＭＯＳＦＥＴ５の電流駆動能力を高め、結果
として、低い電源電圧でも昇圧能力を向上させることが
できる。
【００３１】
【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、
低電源電圧であっても、ＥＬ素子に対して十分な昇圧能
力を有するＥＬ素子の駆動回路を実現することが可能に
なる。
【００３２】さらに、この駆動回路を用いることで、よ
り低電圧駆動が要求される携帯情報端末なとで、より輝
度の高いＥＬ表示装置を実現することが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【図１】  本発明の一実施形態によるＥＬ表示装置の構
成を示す回路ブロック図
【図２】  図１の昇圧用ＭＯＳＦＥＴ５と昇圧コイル３
の動作点遷移を示す図
【図３】  従来のＥＬ表示装置の構成を示す回路ブロッ
ク図
【符号の説明】
１  ＥＬ素子
２  直流電圧源
３  昇圧コイル
４  ダイオード
５  昇圧用ＭＯＳＦＥＴ
６  発振回路
７  分周回路
８  インバータ（ゲート駆動回路）
１０  スイッチング回路
１３  補助巻線
１４、１５  ダイオード
１６  キャパシタ
４０  昇圧回路
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【図１】

【図２】

【図３】
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